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El invento se reflere a un metodo de fabrlcaf“hn

‘dispositivo semiconductor que comprende un cuerpo semicon=

;ductor de silicio con al menos un elemento de cirocuito se~

miconductor junto el cusl estd dispuesta una capa de Oxido

‘de gilieio sustancialmente plana contigua al cuerpo de si-

‘1icio en forma de capa de Oxido de silicio disefiada por

medio de un tratamiento de oxidacidn en una superficie del
cuerpo de silicio, estando la capa disefiada hundida en el
cuerpo de silicio al menos sobre parte de su espesor enmas-
carando localmente la superficie del cuerpo de silicio con-
tra oxidacidn durante el tratamiento de oxidacidn, siendo
el material de partida un cuerpo de gilicio consistente en

e, . s ¢
una capa de silicio prevista sobre un soporte, continuando~

'ge el tratamiento de oxidacidn, sl proporcionar la capa de

§xido de silicio disefiada, hasta qus el disefio se extiende

por todo el espesor de la cepa de silicio, dividiéndose la

capa de silicio en wn nimero de partes que estdn separadas

entre s{ por el disefio. Bste método esta descrito en la so-
licitud de patente nfm. 345,702, ‘

Se ha desoublerto shors que una realizacién impor-
tente de este método se caracteriza porque le cape de sili-
clo se dispone como oapa epliexial de un tipo de conduocti=-
vidad sobre un soporte de un materiel semiconductor del ti-
po de conductividad opuesto, la capa epitaxial se divide
en partes nmubtuamente alsladas por le dispoaioiﬁn del dime~

o, en cuyes paries aisladas, se disponen elementos de cir-

culto pars obtener un dlspoaltivo semioconductor lntegrado.
Por medio de epte método, pueden fabricsrse Ais-

positivos semiconductores integrados de un modo sencillo

¥y eficaz, cuyos dispositivos comprenden une cepa de silicio
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opltdxica de un bipo§g ﬁé]a& previs‘ua sobre un

subetrato semiconductor del tipo de conductividad opuesto;
dividiéndose la capa epltaxlos on partes muwbuaments aisla;
des, denominadas islotes, en cuyos lslotes me disponen elé—
nmentos de cirouito, por ejemplo transistores, dlodos, re=-.
gigtencias y capacidades, estando los islotes separados en-
tre si por dxido de silicioc.

Bl disefio de dxido de silicio, con preferencia,
estd hundido en <todo su espesor en la capa epitdxica de si-
licio para cuyo fin el enmascaramiento contra la oxidacidn
en una reaglizacidn del método de acuerdo com el invento se
use también como miscara de ataque quimico para eliminar
localmente la capa de silicio sobre parte de su .espesor
por atague guimico antes del tratamiento de oxidacidn, o
para eliminar durante una interrupeidn del tratamiento de.
oxidaoidn la capa de Oxido de silicio ya obtenida, al me-
nog en parte de su grueso.

Una realizacidn importante del método se carac~

teriza porque se usa un soporte de silicio y la capa de

" milicio epitéxice se enmascara localmente contra la oxida-
cidn disponiendo una capa de enmascaramiento de nitruro -

 de silicio que es mds delgada que el disefio de Sxido de.

silicio g disponer.
Por el método de acuerdo con el invento resulta
posible de una manera eficez que, después de disponer el :

disefio en una parte aislada de la capa epitaxial, se dls-

ponga una regidn de un elemento de circuito contigua a la

| superficie de dicha parte, cuya regién esta contigua al

- disefio en al menos a lo largo de una parte de su circunfe-

rencia. Ademés de otras ventajas, esto proporcions una
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economia de espacio importante en ls fabricacidn de dispo-
" sitivos semiconductores integrados. Tal ahorro de espacio

~puede obtenerse en todos aquellos casos en los cuales se

obtiene un disefio de Oxido de silicio de buena calidad con
tigua al cual puede disponerse una regién de un elemento
de circuito, como ocurre en un método de acuerdo con el

invento.

Con preferencia, tal ahorro de espacio se aprove

. cha para disponer un transistor, a cuyo fin otra importan-

te realizacidn del método de acuerdo con el invento se ca-
racteriza porque se dispone un transistor en una parte ais
lada de la capa epitaxial, estando una regidn de base con-

tigua a la superficie de la parte que se dispone en dicha

'parte, estando dicha regidn de base contigua al disetio al

menos a lo largo de una parte de su circunferencia, dispo
niéndose en dicha regiln de base una regidn de emisor adya
cente a la superficie de la parte, formdndose la regidn de
colector del trensisior por aguella parte de la parte aig
lada que estd contigua & la regidn de base.

Con preferencia, una regidn de contacto del mig
mwo tipo de conductividad que la regidn de colector, y con
meyor impurificacidn que ella, y adyacente a la superficie
de la parte aislada, se dispone en la regidn dé colector,
estando dicha regidn de contacto adyacente sl disetio al
menos g lo largo de parte de su circunferencia. Tal regidn
de contacto, usualmente, es deseable para hacer un buen
contacto eléctrico con la regidn de colector y se puede
conseguir otro ahorro de espacio haciendo gque dicha regidn
de contacto esté junto al disefio.

Con preferencia, la resistividad del soporte se

elige baja en relacidn con la de la capa epitaxisl a fin

-4 -
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‘de impedir la creascién de canales de conduccién por debajo”

i
de la capa de éxido en disefio y en el soporte, cuyos oana%

zles podrfan conectar entre sl partos de lo capa opltdxion

geparadas una de otra por la capa en disefio.

El invento, ademas, se refilere a un dispositivo
semioconductor menufacturado por el empleo del método de
acuerdo con el invento.

Con el fin de que el invento pueda llevarse con
fecilidad a la préctica, se deseribirsn shora con mayor de-
talle algunaes realizaciones del mismo, a modo de ejemplo,
con referencis a los dibujos diagraméticos adjuntos, en los
cualeg:

Lgg figuras 1 y 2 son vistas en corte transver-
gal de la parte del dispositivo semiconductor mostrado en
lag figures 3 y 4 en dos fases durante la fabricacidn dei_
mismo por medio de un'método de acuerdo con el invento;

La figura 3 es una vista en corte transversal
dado por lg lineg ITI~III de la figura 4 de una parte de
un dispositivo semiconductor fabricado por medio de un me-
todo de acuerdo con el invento;

La figura 4 es una vista en planta de dicha par%

te de un dispositivo semiconductor;

Lg figura 5 es una vista en corte de otra parte

del disyositivo gemiconductor del cual nmusstiran una parte

las figuras 3 y 45 ¥

Te figura 6 es uma vista en corte de, todavia,

- otra parte.de dicho digpositivo semiconductor,

N . « !
Describiremos primero una realizacion del me to~

do de acuerdo con el invento para fabricar un dispositivo

© gemiconductor como se ha mostrado en las figuras 3 y 4,
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que comprende un cusrpo semiconductor 1 de silicio-ocon

iin

elemento de circulto semiconduetor, a saber, un transistor

con la regidn de emisor 2, la de base 3 y la de colector

‘4. Junto al transistor (2,3,4) se dispone una capa de &xi-

do de silicio sustancialmente plana ocontlgua el cuerpo de
silicio 1 en forma de capa con disefio 5 de 6xido de silicio,
después de lo cusl, la parte de la superficie no cubierta
por el disefio es sometida a procedimientos convencionalmen=—
te usados en la tecnologle de ios semiconductores, por ejem—
plo, provisién de regiones difundidas y contactos, de modo
que se obtenga el transistor., El disefio 5 se dispone en una
superficie del cusrpo de silicio 1 por medio de un trata=-
miento de oxidacidn, estando el disefio 5 de éxido de sili-
cio hundido en el cuerpo & silicio 1 sustancialmente en to~
do su espesor por enmascaramiento locgl, durante sl trata-
miento de oxidacién, de la superficie 6 del cuerpo de sili-
cio contra la oxidacidn con wna capa de enmascaramiento 7
(vedse las Piguras 1§ 2).

El materiel de partida es un cuerpo de siliocio

1 que consiste en una cepa de silicio dispuesta sobre un

goporte 8. Durante la disposicidn del disefio 5 de Sxido de

silicio, el tratamiento de oxidacidn se continla hasta que

- el disefio 5 se extienda a través de todo el espesor de la

capa de siliclo 1 y la capa de silicio 1 se divide en un

nimero de partes 9 a 16 separadas entre si por el disefio 5.
Ta cape de silicio 1 estd dispuesta como capa

epitaxial de un tipo de conductividad sobre un soporte 8

de material semiconductor del tipo de conductividad opuesto.

El soporte 8 consiste, por ejemplo, en wn cris-

-tal de silicio de tipo p que tiene una resistividad de,
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gproximadamente, 0,2 ohm, cm. y un espesor de, aproximada-
mente, 250 micras. Las dimensiones resgtantes del soporte

8 se eligen pafa que sea bastante grande para poder obte-
ner el numero deseado de partes mubuamenie aisledas de la
cepa epitaxial 1 a digponer.

Hg de sefinlarse que, en gracia a la sencillesz,
en las figuras 3 y 4 sdlo se muestra parte del cuerpo se~
miconductor, cuya parte comprende totalmente una sola par-
te aislada 9 de la capa epitaxial 1. Ademds, la capa ais-
lante 20 mostrads en la figurs 3, se ha omitido en la fi-~
gura 4 en gracla a la claridad. Por consiguiente, las aber
turas de dicha capa 20 se muestran en lineas a trazos en
lg figura 4.

Una. capa de silicio 1, epitaxial, de tipo n, es~-
ta dispuesta sobre el soporte 8 de tipo p, cuya capa tiene
un espesor, por ejemplo, de aproximadamente 2 micras y una
resistividad de aproximadamente 2 ohm.cm. La capa epitaxial
1 (véase la figura 1) puede obtenerse de una maners usual,
comupmente empleada en la tecnologia de.los semiconduc t0=
res, depositando materigl semiconductor sobre el soporte
S.ACon preferencia, la resistividad del soporte § se elige
baja en relacion con la de la capa epitaxial 1, a fin de
impedir la creacidn de canales conductores por debajo de

la caps de disefio 5 a disponer y en el soporte 8, cuyos

canales podrian conectar entre si partes de la capa epitaé

-xial 1 separadas nutusmente por el disefio 5.

La capa epitaxiazl 1 se dispone con una capa de

. X > 3 ’ :
enmascaramiento 7 que enmgscars contra la oxidacion. La ca
pa de enmascaramiento 7 en el presente ejemplo consiste en

nitruro de silicio, pero puede consistir también, por ejem
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" plo, en una doble capa de $xido de silicio y de nitruro

‘ de silicio. La capa 7 de nitruro de silicio estd dispues-

ta de cualquier manera habifual, por ejemplo, calentando
el cuerpo (1,8) a una temperatura de, aproximadamente,
10002, en una mezcla gaseosa de SiH4 ¥y NH3, y tiene un
gruveso de, aproximadamente 0,2 micras, Cuyo grueso es con
siderablemente menor que el del disefio 5 a disponer.

Pbr medio de un proceso fotolitografico, se ell
ming parte de la capa %, como se muestra en la figura 1,
de modo que se pueda disponer el disetio 5.

Gon el fin de obtener un disefio 6 que esté hun-
dido en la capa 1 de siliclo sustancialmente én todo su
grueso, ¢ usa la capa 7 que enmascara contra oxidacidn,
antes del comienzo del tratamiento de oxidacién, para ob-
tener el disefio 5, como mascara de ataque qu{mico para
eliminar la capa de silicio 1 localmente por atague sobre,
aproximadamente, la mitad de su grueso. Se formen las ra-
nuras 21. El ataque quimico se lleva a cabo de cualquier
manera usual.

Conducieﬁdo vapor de agla & una presién de, apro
ximadamente, 1 atmbefera y a una temperatura de aproxima-
damente 10002, se obliene el disefio 5 por oxidacidn de le
capa 1. Bl tratemiento de oxidaoidn se continlda hasta Que
el dlsefio resultante 5 aloanze al menos hasta el subsira-
to 8, véase la figura 2.

La capa epltaxial se divide en una formes senci-
1lla y eficaz en partes 9 y 1§ que estén mutusmente aisla-
das ¥y que estdn separadas una de otra por el disefio 5 hun

dido en la cape 1 sustancialmente en todo su grueso, de

modo que la configuracion resultante pueda seguirse tra-

-8 -
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tendo por medio de métodos planares y en que el disefio 8
congiste en dxido de silicio de buena calidad.’

El tratamiento de oxidacidn puede interrumpirse
y durante esta interrupcién puede eliminarse la capa de
dxido de silicio ya obtenida, al menos en parte de su
grueso, por ataque quimico, usdndose la capa 7 como misca
ra contra ol ataque quimico. No se necesita en este caso
un tratamiento de ataque que preceda al de oxidacidn,

Alternativamente, es posible no usar en abgolu-
to tratamiento quimico de ataque. En ese caso, sin embar-
o, se obtiene un disefio 5 que sobresale por encima de la
superficie de la capa epitaxial %; lo que, necesariamente,

no es siempre un inconveniente. Por lo demds, la parte

del disefio 5 que sobresale por encima de la capa epita-

xial 1 puede eliminarse también posteriormente por un tra
tamiento de ataque quimico, sirviendo la capa 7 como ma s
cara para el ataque. Asi, es posible gue el disefio 5 so--
bresalge ligeramente por encima de la superficie de la cg
pa epitaxial-o quede ligeramente por debajo de ella.

Las partes alsladas 9 a 17 de la oapa'epitaxial
estan aisladas del soporte 8 por la unidn p-n formada ..
por la capa 1 de tipo n y el soporte 8 del +tipo p.

Como se obtiene un disefio 5 que consiste en Oxi
do de buena calidad, y ademds, el disefio 5 estda hundido
en la cagpa apitaxial 1 sustancialmente en todo su espe-
gor, puede disponerse muy eficazmente un elemento de cir-
cuito en una parte aislada, en la que se dispone una re-
gidn del elemento de circuito contigua a la superficie de

la parte aislada y contigua al disefio, al menos a lo lar-

g0 de parte de su circunferencia. Esto proporciona una im

-0 -
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portante economia de espacio. : S

Por ejemplo, la regidn de base 3 del transistor
(2,3,4), véanse las figuras 3 y 4, estd contigua al dise-—
fio 5 a 1o largo de lg mayor parte de su circunferencia.

ia regién de base 3 puede disponerse de una ma-
nera usual por difusidn de una impureza. La capa 7 de ni-
truro de silicio puede usarse como mascara de difusidn.

En la presente realizecidn, sin embargo, primero se eli--

- mina el nitruro de silicio 7 y se sustituye por la capa

20 de 6xido de silicio que se usa del modo habitual como
mapeara de difusidn. La zona de base de tipo p, 3, que se
obtiene, por ejemplo, por difusién de boro, tiene un espe

sor de aproximadamente 0,6 micras y esta contigua a la

~superficie 23 de la parte aislada 9.

Ia regién de emisor 2 de tipo n, de aproximada-
wente 0,3 micras de grueso, se dispone luego en la regién
de base 3, por ejemplo, por la difusidn de foésforo, cuya
regifn 2 estd contigua a la superficie 23 de la parte
aislada 9.

Ia regidn de colector 4 del transistor (2,3,4)
ge forma por medio de la parte 4 de la parté aislada 9,
cuya parte 4 estd contlzua e la regldn de bame 3.

Ia de meiialarse que la perte vertlical 24 de la
unidn p~n entre le regidn de base 3 y la regidn de colec-
tor 4 es pequefia, como resultado de lo cual es también pe

quefia la capacidad entre la regidén de base 3 y la regidn

_ de colector 4.

. ! s
Te region de colector 4 estd provista de una re

zifn de contacto 25 que estd contigua a la superficie 23

de la parte aislada 9. Esta regién de contacto 25 tiene

- 10 -
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el mismo tipo de conductividad que la regidn de colector

4 y una mayor impurificacién que ella. La region de contage

- %0 25 estd contigua al disefio 5 g lo largo de gran parte de

su circunferencia, como resultado de lo cual se obtlens
otra importante economfs de espacio. La regidn de contacto
25 pusde proveerse slimultdneamente de la regidn de emlsor
2 por la difusidn de f£ésforo.

Le capa 20 de dxido de silicio esha provista de.
aberturas 26, 27 y 28, de modo que me pueda cutablcoer con
tacto con las reglones 2, 3 y 25. Los contactos, que no se
han mostrado en gracia a la sencillez, pueden proveerse de
cualquier modo usual y extenderse en forma de capas metali
cas haste encima de la capa aislante 10 y del disefio 5.

Si .se deseara, puede proveerse del modo usuval una

cape enterrada del mismo tipo de conductividad, pero con mg

~ yor impurificacion que la regidn de colector 4. Tal capa en

terrada 3 se muestra en la figura 3 por las lineas de trazos.

Las dimensiones de la parte aislada 9 y de las
zongs 2, 3 y 25, en la vista en planta mosirada en la fi-
gura 4, no son criticas para un método de acuerdo con el
invento y pueden elegirse del modo usual, teniendo en cuen
ta las propiedades que se deseen del transistor.

La capa de silicio epitaxial 1, sin embargo, no
debe ser, con preferencia, mas gruesa que 2,5 a 3 micras.
Realmente, el disefio 5 debe tener el mismo grueso, aproxi
madamente, que la capa 1 y un disefio 5 de buena calidad y
un grueso mayor de 2,5-3 micras es dificil de disponef en

wn tiempo de oxidacidn razonable.

. Ademis de transistores, pueden disponerse en la parte ais-

lada de la capa epitaxial otros elementos de circuito, por

- 11 ~
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pueden disponerse dos contactos de conexi.dn 42 ¥y 43, y sexr-

vir como resistencis, en una parte aislada 40 (vedse la fi-

gure 5) de la capa epitaxial 1.

A menudo se desea una resistencia que comprenda

une regibn difundida. Tel resistencia que ocupa un minimo

de espacio, se muestra en la vista en seccidn de la figure
6o BEn la parte elslada 50 de la capa de silicio epitaxial 1,
se dispone una regidn de resistencia 51 en forma de e, Te-
gidn superficial contiguas al disefio 5 en toda su circunfe-
rencia. Como resultado de estoy, la regién de resgistencia
51 con la parteaislada50 en la que estd dispuesta, ocupa
w minimo de espacio. Ia regién 3 ests, provista de dos con=-
tactos de conexidn 52 y 53« Ia regidn 51 puede proveerse
de uns maners normal poX difusidn de una impureza y tener
un tipo de conductividad opuesto al de la parte aislada o
el mismo tipo de conductividad gue la parte 50, pero mayor
impurificacién que ella. |

Bs alternativemente posible, por ejemplo, dispo-
ner dos resistencias, cada una de las cuales comprende una
reglén de superficie difundide en une parte aislada de la
cape epitaxiel 1, estando las regiones superficiales yuxta=-
puestas & cierta distancis entre sl y contiguas al disefio
5 a 10 largo de ung parte de su circunferencia.

Un método de acuerdo con el invento; por tanto,
no s6lo permite de una manera sencilla y eficaz obtener

un disefio 5 de 6xido de silicio que se extiende en todo el

espesor de la capa epitaxial 1, sino que, ademgs, hace po-
sible obtener un disefio 5 de dxido de silicio de buena oca-

lidad en el cual el disefio 5, con la capa de silicio 1,

- 12 ~
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tiene una superficie 5 sustancialmente plaena, de modo que .

la regidn de elementos de circuito contigua al disefio 5

- puede proveerse por medlo de nétodos planares usuales. Co-

mo resultado de esto, se obtiene una considerable economig
de espacio que permite disponer elementos de circuito més
juntos y obbener una baja capacidad de aislamiento y entr@
alambrado.

Serg evidente que el invento no queda limitado
a los ejemplos demoritos y que pueden hacerse muchans varig
olonoes evidentes para los expertos sin apartarse del alcag

ce de egte invento. Por ejemplo, los tipos de conductivie

dad de todas las ciltadas partes de log dispositivos semicon

ductores descritos pueden cambiarse gl mismo tiempo de con
ductividad de, tipo p a conductividad de tipo n, y a la in~-

e V . . . .
vergion. No es necesario gque un elemento de circuito, por.
ejemplo un transistor o ung resistencia, se componga de una
o mis regiones adjuntas al disefio 5, al menos a lo largo

de una parie de su circunferencia., Cuando se dispone una

pluralidad de elementos de circuito, los elementos de cir-

cuito pueden conectarse entre si del modo usual por medio de
pistas conductoras que se disponen sobre la capa aislante

10 y sobre el disefio 5. La capa aislante 10 puede consistir

en un material aislante distinto del oxido de silicio, por

ejemplo nitruro de silicio. Las zonas de los elementos de

ecircuito pueden disponerse, por ejemplo, por implantacidn

iénica en vez de por difusidn. Ademds, la zona de emisor

2, en las figuraes 3 y 4 puede también'estar contigua al

disefio 5 a lo largo de parte de su circunferencia. Todavia

las aberturas de la capa aislante 10 para hacer contacto

con regiones que estan contiguas al disefio 5, por ejemplo,
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las aberturas 27 y 28 para les zonas 3 y 25, pueden estar |

contiguas al disefio 5, lo-que permite economizar més espa
cio. Aun mds, la caps de silicilo epitaxial de un tipo de
conductivided que se dispone sobre el sustrato del tipo de

conduetividad opuesto puede proveerse, ya antes de dispone

B

el disefio de Sxido de silicio, con una zona del tipo de cop-
ductividad opuesto. La capa epitaxial puede consistir, por
ejemplo, en una doble capa en la cusl se dispone una prime—

Ta caps parcial de un tipo de conductividad sobre el sopor

te y una segunda caps parcial del $ipo de conductividad o-
puesto sobre la primera capé parcial,

Esta solicitud qus corresponde a la presentada
en Holanda el 19 de febrero de 1970, bajo el numero 7002384
se acoge a 10s beneficios del articulo 51 del vigente Esta
tuto sobre Propieded Industrial,.

REIVINDICACIONES

Los puntos de invencidén propie y nueva que se
presenten para que sean objeto de esta solicitud de Corti-

ficado de Adiocidn en Espafla, por VEINTE afios, son los si-
sulenten:

1e= Mo joras introducidas en el objeto de la paten
te principal n? 345.702, expedida el 22 de noviembre de
1968, por "Un método de fabricar un dispositivo semicondue

tor! ouyo éispbsitivo comprende un cuerpo semiconductor de

'‘silicio que tiene al menos un elemento de olrcuito semicon

ductor junto al cual estd dispuesta una capa de Oxido de

‘(7%l(%i - 14 -
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gilicio sustancielmente planae contigua sl cuerpo de gili~

x4

cio en forms de una capa de o0xido de silicio en disefio, po
medio de un tratamiento de oxidacidn en una superficie del
cuerpo de siliecio, estando 1a capa con disefio hundide en
el ocuerpo de silicio al menos en parte de su espesor por
enmascaramiento locel de la superficie del cuerpo de sili-

cio contra la. oxidacién durante al tratamiento de oxidacid

=

]

siendo el material de partide un cuerpo de siliclo consig-
tente en una cgpa de silicio dispuesta sobre_un goporte,
continudndose el tratamiento de oxidecidn, durente la dis-
posicidn de la capa de éxido de silicio en disefio, hasta
que ol disefio se extiende a través de todo el espesor de
la capa de siliecio, dividiéndose la capa de silicio en cler—
to nimero de partes que egtan separadas una de otra por el

disefio, segin las cuales la capa de silicio se dispone comp

LU

caps, epitaxial de un tipo de cqnductividad sobre un soport
de un materigl semiconductor del tipo de conductividad o-
puesto, la capa apitexisl se divide en partes mutuaménte
aisladas por la disposicidén del disefio, en cuyas partes ais-~
1ades se disponen elementos de circulito pars obtensr un dige-
positivo semiconductor integrado.

2= Mejores segin la reivindicacidn 1, gegin las
cuales el enmasceramiento contre oxidacidn se usa también
como mascara de atague quimico para eliminar loceluente,
antes del tratamiento de oxidacidn , la capa de silicio,
por ataque quimieo sobre parte de su espesor, o para elimi
nar, durente une interrupcidén del tratamiento de oxidacién
lg ogpa de 6xido de silicio ya obtenida al menos sobre pars
te de su espesor,

3. Mejoras segin las reivindicaciones 1 6 2,

: ayl(é =15 -
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de silicio epitaxial se enmascara contra oxidacidn dispo-

niendo una capa de mascara de nitruro de silicio que es
més delgada que el disefio de dxido de silicio a disponer.
4o- Mejoras segln una o mds de las reivindica~
ciones precedentes, segln las cusles, después de disponer
el diseflo en una parte aislada de la capa epitexial se dig
pone una region de un elemento de cireuito contigua a la
superficie de dicha parte, cuya regién estd contigua al di
sefio almenos a 1o largo de parte de su circunferencia.
5.~ Mejoras segin la reivindicacidn 4, segin las
cuales se dispone un transistor sobre una parte aislads ’
de la capé epitaxial, disponiéndose en dicha parte una re-
gién de base contigug a la superfioie de la parte que se
estd disponiendo en dicha parté, estando dicha regién-de
base contigus sl disefio al menos g lo largo de parte de
su circunferencia, disponiéndose tna régién de emisor con-

tigua a la superficie de la parte que se esta disponiendo

en dicha regidn de base, estando la regidn de coleotor del

transistor formada por aquella parte de la parte sislada

contigua a la zona de base.

6.~ Mejoras segin la reivindicacidn 5, segin las
cuales ung zona de contacto contigua a la superficie de lé
parte aislada se dispone en la regidn de colector con el
mismo tipo de conductivided que la regidn de colector, y
con mayor impurificacidén de ella, estando dicha zong de

contacto contigna al disefio al menos a lo largo de parte

de su circunferencia.

| To= Mejoras introducidas en el objeto de la pa~-

tente principal n? 345,702 expedide el 22 de noviembre de
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1968 por: "Un método de fabricar un dispositivo semicondud

tor,

Tal y como se ha degcrito en la lemoria que ante
» cede, representado en los dibujos que se acompafian y para
5 los fines que se hen especificado.

Esta Memoria consta de diecisiete hojas escritas

’
a maquina por una sola Carae. )

P.A.
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